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Examen de Electrénica 2
26/02/2014

Resolver cada problema en hojas separadas.

Duracio6n de la prueba: 3 horas 30 minutos.

La prueba es sin material.

Los puntajes de los problemas se indican sobre un total de 100 puntos.

Problema 1: ( 34 puntos)

a) Para el amplificador de la Figura calcular la ganancia Vout/Vin a frecuencias medias.

b) Calcular la frecuencia de corte superior.

¢) ¢Como se compara este resultado con el caso de un source comtn con la misma carga RL?
VDD
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Datos:
Rs = RL = 5KQ, Io = 4mA.

Los transistores son idénticos con: fy= fp= 2 mA/V 2, G = 1,9x10'3pF/pm2, W =1000 pm,

- - - -3
L =2pum, Cgsov— ngov— 0,5x10™ pF/pm.
VDD, VBIAS y la tension continua de Vin son tales que los transistores trabajan en saturacién, el

condensador de desacople Cp se considerara infinito.

Problema 2: ( 38 puntos)

a) Para el oscilador de la Figura calcular frecuencia y condicién de oscilacién.

b) Sila relacién Gm/gmq en funcién de la relacién Vp/(VGS-VT) es la dada en la Figura 2,
¢cual es el valor de la amplitud de las oscilaciones ?
(Vp es la amplitud de la sefial entre Gate y Source del transistor , VGS es el valor de la
tension Gate-Source de polarizacion y VT la tensién umbral del transistor).
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c) ¢Cual es la minima corriente de polarizacién que garantiza el arranque del oscilador ?
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Figura 1 ' VRSN
Figura 2
Datos:
RL=400Q, L1 = L2 = 1uHy, C1 = 126,7 pF, los condensadores Cd se podran considerar
infinitos.
VDD = 10V
Para M1: B=5mA/V?, 10= 15mA, la polarizaci6n es tal que el transistor trabaja en la zona de
saturacion.

Pregunta : ( 28 puntos)

Se tiene una etapa de salida clase B implementada con un par complementario TIP 41 / TIP 42,
(cuyos datos se muestran en la hoja adjunta); alimentado con +/- 15V y cargado con una
resistencia de 4 Q a tierra.

Calcular:

1. La maxima potencia que se puede entregar a la carga.

2. La maxima potencia que debe disipar cada transistor para todos los valores de amplitud de
pico a la salida y la eficiencia del circuito cuando se esta disipando esta potencia.

3. Silos transistores estdn sin disipador y la maxima temperatura ambiente es de 45°C, cuél
es la méxima potencia que el circuito puede entregar a la carga sin dafiar los transistores y
a qué temperatura de juntura corresponde esta potencia.

4. Silos transistores tienen un disipador con una resistencia térmica de 4°C/W, en contacto
con el encapsulado del transistor con una resistencia térmica de 0.5°C/W, cuél es la
maxima potencia que el circuito puede entregar a la carga sin dafiar los transistores.

Considerar en todo el problema despreciables las tensiones base-emisor y de saturacion.

IIE, Facultad de Ingenieria, Universidad de la Repiiblica



Electrénica 2 Examen - 26/02/2014

MOTOROLA Order this document
SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA hy HRSTAD

NPN
TIP41A

Complementary Silicon Plastic TIP41B*

Power Transistors

*
... designed for use in general purpose amplifier and switching applications. T I P41 C
» Caollector-Emsitter Saturation Voltage — PNP

VCE(sar) = 1.5 Vde (Max) @ Ig = 6.0 Adc TIP42A
¢ Collector-Emitter Sustaining Voltage —
VCEOD(sus) = 60 Vde (Min) — TIP41A, TIP42A *
= 80 Vdec (Min) — TIP41B, TIP42B TIP4ZB
= 100 Vde (Min) — TIP41C, TIP42C

e High Current Gain — Bandwidth Product TIP42c*

Iy« 3.0 MHz (Min) @ Ig = 500 mAde

 Compact TO-220 AB Package et og Duves
6 AMPERE
*MAXIMUM RATINGS POWER TRANSISTORS
- COMPLEMENTARY
TIP41A | IP4IB | TIP4IC SILICON
i £ TIP42A | TIP4! TiP42C i
Rating Symbol 2B | T Unit £0-80-100 VOLTS
Collector-Emitter Yollage VEED &0 8o 160 Ve 85 WATTS
Coliector-Base Voltage YoR &0 80 160 Vdo
Emitter-Base Voltage VEg 5.0 Vde
Collector Current — Continuous ic 8 Ade )
Peak 10
Base Cunent B 240 Ade
Total Power Dissipation P
@Tg=25C €5 Watts
Derate abwve 25°C .52 Wi C
Total Power Dissipation Po
B Ta=28C 2.0 Watts
Derate above 25°C 4.018 WrC CASE 221A-06
N TO-220AB
Unclamped Induciive Load Energy (1} E €25 md
Operating and Storage Junction T4 Tstg ~68 10 + 150 “C
Temperatse Range
THERMAL CHARACTERISTICS
Characteristic Symbol Max Unit
Thermal Resistance, Junction to Ambient Rgya 62.5 “Cw
Thermal Resstance, Junction lo Case Ryac 192 “Cw

(1 lg=25A L=20mH PRF. = 10Hz Voo =10V. REE= 102 Q.

Praferred dovioes ire Motorola tecommendead choicas for kiture use and bosl oversll value,

REV 1

(M) mororoLa

% Motorola, Ire. 1985

Ref: Pagina 1 de la hoja de datos del fabricante Motorola
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Elechrbatee L 26 |02 [2014
ero\e\w\'\?,— Q

% i, B Ay, T zo/z =>- Sm\’- G
( {

R ‘
fngigroles  elariess

, E a yed
A I R S AN

%/ 1 g — -i—
T T e T T =, T T
P T (& O { e “ p z,‘ Z’%T
4 L Ly
\
ng\\ « - W (Ec\g\& 05 eg
(DJHL 2 */5 WL Cox 8 Wolhogy = f;Q\:
¢ 27 ks \2Cod 4o ) /
by L |
(5 s s V1e MAg
4 6m&:aﬁ v
¢
| | :
\ef’) - . ) (J y Mh?:
= T‘ ’ G"\L ( A

C\ 'E/\ (L\ C2Sp CBM’.\ SCu( ¢ h&N:;w "4\ FQ \\O

/l\qx 3 \7‘\_’,, x - 5((}\ ‘,\\\&_



‘ “) G Al 5 ¢
5&@[}%% ;/E = rbs ;m;%b\ LZ;QL

(\5;: L\A }M
}M; ‘(Lzl\\\ QL\ Gf""\EK .
((/ZM\ QLB"\' L\(\*A— :>A/ - — G 2 x _
- \ o> \ A+ C\L\/&kl\ Laﬁ—( QL ]
Lghcé( QL
o - L L L GM.QL Al S Aﬁ(/))

Ex C\thzlf‘—%(l,mtac\ R A% Lo Ny (2L

Q UOR -
>>A &U\)A: ,\LL G
\% & -C Ly L&&U%-_L ‘LQQFLWJ L? /&\) + QL

- %;(LWLQQ@L/(X)}: g - F\) (‘f——

(33
=y A@(&N\ Gl GMQL Ws =
léz‘wp - C(L\szr)

&

J . Kor

2 AR Gl G R WS C L G S WS
A\ - C\L\UUE’ A “'\L_'\/,—
— Gl




\\\
’ \P A {l 1 : -
= ¢ la ramdic dv se oo tar o -.cc_ﬁ,g-gu (o,

=3 GN\/\: Lo - 2; (\/Y\A
- QL L_| \ //
G . 02

0= 2RI = A0 ol o

=\ D@ le tabla \/\(3 A

-

. Vos-VA
Egvb&\\/‘?‘&;\: Io ey Q\/@S~\/k\: ZJ-‘L‘” - @/ME V
2 B
e \/o - C?rwx\/ R
C) La cowdicicw 4@ avvewgL ¢} ,M’\G&QLL\ >/I
L= LL A Lo
:*ZX %WQ\Q 5/\ =N \Sg(g B/\ \> ggi[o A

3

ST, >4
A%




2
_ Vee _ gew

(2R
Vo=Nc¢
fue _ 53\
) P drsipoa (o Gade \lfmfloc,: LN 5.
fuo cunive caodo o= HES
dak rom Lusesdo ¢4 50%
$50QC 45T

3) @;\ —— 629%/‘0 I i/
(l) Tw ,...TK _
‘. =
- Puedx dosipelle siu desyfeds = @a A
A
\ﬁ ec .-.L\_/_; _ $.68W
Tr/é(, L{ /{,L '
A P fl = 03W
u = Vo=193V L=
) _ =, Vo=1 = Tj- 150
\%) @aA: %C% Ocs + Ocp — 6.92’°C/u)
()

I i

| N SO I
= fuge degably = 190-19_ §g350
f o c / P = 2B

64 -
R SRR Y AN g

fd@%«tp@&l =



